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電子回路チップを基盤としたコンピュータやネットワーク機器

が高速・大容量化する中で，フォトニクス技術は，信号伝送

路だけでなく，情報処理への導入が期待されています．特に，

光信号を電気信号に変換することなく蓄積可能な「光メモリ」

は，高速な光ルータ実現に向けたキーデバイスですが，これ

までフォトニクス技術における最も困難な課題の一つでした．

我々は，フォトニック結晶と呼ばれる微細構造を用い，これ

を打破する低消費電力の光メモリ素子を研究しています．

フォトニック結晶は，極めて微小な空間(共振器)に光を強く

閉じ込めることを可能にし，光非線形効果が増強されるので，

様々な光制御素子を低消費電力化できます．我々は，InP
系半導体に微小な光ナノ共振器を作製し，従来よりも桁違

いに低消費電力な光ランダムアクセスメモリ(光RAM)を実

証しました．また，この光RAMを集積化したチップを世界で

初めて作製し，40Gb/sの高速な光データに対するメモリ動

作を実証しました．

このような光RAMを大規模に集積化させることができれば，

超高速な光ルータをはじめ，様々な光情報処理が可能にな

ると期待されます．そして，光RAMだけでなく多彩な光素子

を集積し，光信号のみでネットワーク処理を行う 「光ネット

ワーク・オン・チップ」 が実現すれば，情報処理技術の飛躍

的な進展が期待されます．我々は現在，NTTの各研究所と

連携して研究を進めており，このようなフォトニック結晶光集

積チップの実現を目指しています．
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最小動作パワー :

30 nW
メモリ保持時間 :

10秒以上


